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Tranzistor — spinac, vypinani a spinani
L, C zateze
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1.1 Statické vilastnosti tranzistorového spinace
- Jsou odvozeny z vystupni charakteristiky
- nejedna se o idealni spinac, protoze
v sepnutem stavu, bod ,,1° je na tranzistoru
ubytek napéti Uqgoy = Uggsar = 0,6 V
pri syceni s = 1

v rozepnutém stavu, bod ,2" protéka tranzistorem
zbytkovy proud | g, = UA mezn plimika
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2 Spinani a vypinani induktivni zatéze v kolektoru
tranzistoru
- rozlisujeme dva stavy
spinani induktivni zateze OK
vypinani induktivni zateze OCHRANA



2.1 Spinani induktivni zatéze v kolektoru

tranzistoru OK
oznaceni

- r oznacuje diferencialni odpor tranzistoru v sepnutém
stavu, oblast nasyceni vystupni charakteristiky (r = 0)
- bude-li spinano relé misto L, spinaci proud rele Ig .

musi byt Is s < Ik max.
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- spinani induktivni zateze predstavuje
integracni RL obvod

vV v v

kde, pri spinani L zatéze t =L/ (R, + )
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2.2 Vypinani induktivni zatéze v kolektoru
tranzistoru OCHRANA

- rychly pokles i, (t) iIndukuje napeti na kolektoru
tranzistoru U,¢ yax

- napeti Uy yax + U ¢ > Uye pov
a muze zni¢it NAPETOVE tranzistor

- proto je nutna ochrana kolektorového obvodu, aby
nebylo prekroceno dovolené max. napeti na

kolektoru
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- oznaceni R je diferencialni odpor tranzistoru v oblasti
zaverne (tranzistor je sepnut), R = nekonecné velky
¢ ,
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% Oscilloscope-XSC1
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2.2.1 Vypinani L zatéze, ochranna dioda

- dioda omezi napeti v kolektorovem obvodu priblizné
na hodnotu U,

- dioda ma zaporny vliv na rychlost vypinani
a nasledné spinani tranzistoru

- 0znaceni r je diferencialni odpor diody v propustnem
smeru

- dioda omezi napéti na kolektoru na cca U

;\—“0“/0

> 1721 2
S iR pmen e
==/ A T L T
e AN
‘ (C/’— L—.
? R, + kot
o I i‘o'ﬂ




T8 e S S WA TV e St P 8 S AT e S P 8 0 AT S T Pt 8 S 0 WA T St M T D S S M e WP T b S S A

7 Oscilloscope-XSC1
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2.2.2 Vypinani L zateze, ochranna dioda + odpor
vypinaci casova konstanta a jeji vliv na dynamické
parametry spinace

- vypinaci casova konstanta z,

- vypinaci ¢asova konstanta s diodou 7,/

- vypinaci casova konstanta s diodou a odporem R¢ 7,

k zmenseni Casové konstanty 1,/ se k diodé zapoji
do serie odpor Rg tranzistor rychleji vypne a zlepsi se
dynamické vlastnosti obvodu ———s +Ue

- pro Rg yax = (Ukepov—Uc ) / Ik |

- ¢im je vetsi odpor Rg .« tim je
vetsi Spicka napeti (vyssi U, g poy )
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% Oscilloscope-XSC1
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N ey oo 1:2 bez ochran v kolektoru

N
Uk max. 12/ dioda v kolektoru
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2.2.3 Vypinani L zateze, ochranna dioda
s predpétim
- k omezeni napetove Spicky lze pouzit diodu
S predpetim

bez U_ by bylo prekroéeno

i y Up < Uy rax

uk max.30v |
¢ p 15V +——] Y%

U 12v ——

volba U,nepiesahne dovolené
napéti na kolektoru -

t

vypinani tranzistoru G/\_t “———H



bez U_ by bylo prekroceno
dovol%né napéti na
kolektrou

K max?ov |

Yn 15v
12V

volba U,nepresahne dovolené
napéti na kolektoru

vypinani tranzistoru
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2.2.4 Priklad — vypinani indukcnosti v kolektorovéem
obvodu tranzistoru
je dano odpor indukcnosti R, =220 Q
indukcnost L = 20 mH
napajeci napéti U = 12V
vypinaci cas (doba poklesu proudu) 5 us
reseni
pri vypnuti induktivni zateze je na zatezi
indukovano napeti

ut) =-da@/dt=-Ldl/dt
W=1/2L12[J]

Na indukcnosti 1 H se indukuje napeti 1V
rovnomeérnou zménou proudu 1A za 1s.
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- zaver prikladu
- napeti na kolektoru U = 226,4V je vyssSi nez
dovolené napeti (cca 50V) a zniCi se tranzistor

- proto se k indukcnosti L pfipoji ochranna dioda,
ve funkci omezovace napéti

- po rozepnuti tranzistoru ,prevezme” dioda
proud | (z prikladu | = 53,6 mA), ktery postupné
vlivem ztrat v obvodu ,R, - dioda" klesne na nulu



Konec, dékuji za pozornost.



